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[Table_Summary]  GaN 材料的加入使手机充电器快充效率进一步提升。GaN 材料的运行速度比

旧式慢速硅加快了 20 倍，并且能实现高出三倍的功率。GaN 充电器具备小巧、

高效、发热低等优势，在 CES2020 上，有 30 家厂商推出了 66 款 GaN 产品，

但是由于技术、良率等问题，价格相对昂贵。随着 GaN 技术的革新升级，性

能及成本优势加持下，GaN 未来有望成为主流快充技术。GaN 充电器或将凭

借自身的突出优势加速普及，成为未来解决手机续航问题的关键。 

 GaN 在射频器件、功率器件等领域都表现出较强的渗透能力。在性能上，GaN

材料本身拥有很大带隙，可大幅降低导通电阻，并可在高温下工作。 GaN 充

电器不仅具备了低发热小体积的突出优势，更在充电功率转换上更具优势。一

方面，GaN 器件适用于多数功率器件市场，按照整体市场 154 亿美元来看，

占据 68%的该部分低压市场都是 GaN 的潜在市场，约有 105 亿美元。作为功

率器件，GaN 在电源设备上先行一步，在其它电子器件市场也有望加速渗透，

能够广泛应用于无线充电件、电源开关、逆变器、交流器等领域。另一方面，

5G 为射频主战场带来重大机遇。射频领域是 GaN 技术渗透率最高，发展前景

最大的行业。2018 年 GaN 射频器件市场规模不足 2 亿美元，预计将保持 23%

的年复合增速，预计 2023 年市场规模可达 13 亿美元。 

 三安光电等国内企业正在加速布局 GaN 生产线。在当前市场格局上，美日欧

厂商处于领先地位，但中国企业已经有所涉及。尽管我国氮化镓材料起步较晚，

但国家相关扶持政策在不断为第三代半导体器件的研制和应用加码。国内已有

数条 GaN 生产线投入使用，并投建了多个与第三代半导体相关的研发平台。

国外厂商积极布局中国市场的同时，国内厂商三安光电积极利用其国内光电领

域龙头地位的技术领先优势，投资 30 亿元用于进一步规划 GaN 外延片及芯片

生产线的筹建，有望在 GaN 加速渗透趋势中优先收益。 

 投资建议。未来全球氮化镓快充市场必将飞速发展，迅速获得广大用户群体的

接受和认可。我们假设全球手机销售量受 5G 刺激迎来拐点，呈现稳定增长趋

势；标配快充比例按照稳种有升的速度变化；快充中 GaN 渗透率加速增加、

GaN 充电器价格稳定降低的趋势，到 2025 年全球 GaN 充电器市场规模将增

长至 213.8亿元。建议关注积极布局第三代半导体产业链的国内企业三安光电。

三安光电是化合物半导体国产替代龙头标的，不断布局化合物半导体，加大投

入成立新项目以适应未来 5G 环境下增长的射频器件的需求，公司有望获得射

频前端器件自给率提高带来的红利。 

 风险提示：宏观经济形势恢复不及预期、5G 建设不及预期。 
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1 小米 GaN 充电器脱颖而出 

GaN 材料的加入使手机充电器快充效率进一步提升 

2020 年 2 月 13 日小米 10 发布会上，小米发布了首款 GaN 充电器，支持 100V~240V、

50/60Hz 全球电压输入。这款充电器有 5V/3A、9V/3A、10V/5A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

六组输出电压档位，最大输出功率 65W。内置智能识别芯片，可以兼容市面上多款智能手机、

笔记本及其它电子设备。10V/5A 的特殊电压档是专为小米 10Pro 设计，能够提供 50W 疾速

闪充，可在 45 分钟以内将电充满。此外，小米 65W GaN 充电器的 USB-C 接口支持多个档

位的智能调节输出电流，能为小米笔记本等大功率设备进行最大 65W 充电，还兼容包括

Switch 在内的其它 Type-C 接口的电子设备。支持 PD 协议，能为大部分手机提供快充。GaN

材料的运行速度比旧式慢速硅加快了 20 倍，并且能实现高出三倍的功率。得益于 GaN 材料

的加入，充电速度比原有尺寸速度上提高数倍。 

图 1：小米 10 发布会配件一览  图 2：小米 GaN 充电器 

 

 

 
数据来源：小米 10 发布会，西南证券整理  数据来源：小米 10 发布会，西南证券整理 

除效率外，小米 GaN 充电器还在尺寸和安全性上有所突破 

尺寸上，GaN 的加入使整个充电器在便携性上取得了突破性的进展，小米 65WGaN 充

电器尺寸仅为56.3mm x 30.8mm x 30.8mm，体积比小米非氮化镓65W充电器减小了48%，

大小相当于苹果 61W 快充充电器的三分之一。安全性上，小米 GaN 充电器 Type-C 65W 采

用多重保护，在 GaN 材料本身的耐高温、散热快的基础上，还设置了短路保护、过流保护、

过压保护、过温保护等。接口处也内置了独立的高精度限流芯片，实时确保产品在正常电流

范围内工作。外壳还采用了高级防火耐高温材料打造，安全可靠。 

众多优势加持下，GaN 充电器市场需求有望快速起量 

面对 5G 带来的续航压力，GaN 充电器能够为消费者带来更好的用户体验，更能得到消

费者的认可。而此前其它厂商的 GaN 充电器因技术尚不成熟、成本较高，价格相对昂贵。

此次发布的小米 GaN 充电器 65W 一方面得益于 GaN 材料导热效率高、耐高温和耐酸碱的

特性，配合多重防护机制、高精密度的阻容感器件，充放电稳定且安全性有保证。另一方面

价格仅 149 元，甚至低于此前联想推出的多能小巧的 65W 充电器“口红电源”，表现相对亲

民。高性价比下，小米 GaN 充电器带来的市场关注和讨论热度充分体现了普通用户的高度

认可，并且进一步推动了市场需求。之后可能有更多使用 GaN 材料的充电器投入市场，成

为市场主流。 
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2 充电技术革新遭遇困境，GaN 快充成为新的方向 

2.1 充电领域：技术革新从未停止 

伴随手机的升级，充电技术不断升级 

智能手机飞速更新换代的同时，充电技术的革新也成为了厂商角逐的重要舞台。最早期

的 6mm 大圆孔接头充电器伴随游戏机、录影机等家用电器走进千家万户。2003 年移动手机

的出现带领国人走进了移动通信时代，而早期手机功能有限，对能耗要求低，相应的充电器

功率要求也不高，将电池拆下后使用万能充电器进行充电。同时，3.5mm 小孔充电器也广泛

使用，因为可以满足用户边充电边玩的需求而不断推广。 

随着手机逐渐智能化，功能开始增多，电池容量也突飞猛进，USB 接口被各大手机厂商

普遍接受。2007 年出现的 Mini USB 充电器在外观上发生很大变化的同时，还能够为用户提

供传输文件、音乐等。在之后数年里，伴随安卓各大手机品牌的崛起，手机充电技术也突发

猛进。2009 年，Micro USB 伴随智能手机的流行而出现，内部结构进行了很大的优化，传

输速率和充电速度大大提升。2016 年，Type-C 接口出现，支持双面插入，且有了更浅薄的

设计、更快的传输速度以及更强悍的电力传输。此后，为进一步增强续航时间，无线充电技

术和快充技术快速发展起来。 

图 3：充电技术的不断升级图示 

 
数据来源：充电头网，西南证券整理 

2.2 续航压力下，手机厂商积极探索新的方法 

续航升级曾一度陷入两难境地 

一方面，智能手机飞速发展，网速、手机处理器以及手机功能的不断升级导致手机耗电

量直线上升。且消费者一直在追求更极致的用户体验，将续航能力长短视为重要指标之一。
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另一方面手机厂商一味增加电池的重量或体积时，又会因外形的笨重和不够美观而遭受消费

者的“嫌弃”。且考虑到安全问题，手机电池容量也无法继续增加。对此，手机厂商一直在

不断的努力，但并不是每一代手机的升级都能从硬件上提高手机的续航时间。目前各大手机

品牌的续航时间维持在轻中度使用条件下的 8 小时左右。 

5G 带来高效与便利的同时，也进一步增强了手机续航的压力 

5G 手机采用的 Massive MIMO 技术来增强信号接受，为强化信号会增加用以接受信号

5G 天线，手机用于接收信号的耗能将会大幅增加。5G 网络速率也远远高于 4G 网络，手机

内部的基带芯片不得不在同一时间内处理相当于过去数倍的数据信息，因此手机处理器的功

耗也会随网络速率增加而增加。 

无线充电和 GaN 快充是手机厂商解决续航问题的两大方向。无线充电技术源于无线电

能传输技术，通过无通电接点设计满足续航要求。目前存在三种无线充电方式，电磁感应无

线充电方式是最主要的方式。三星是最早支持无线充电服务的手机厂商之一，在 2015 年推

出的 GalaxyS6 开始全面推广无线充电。苹果在 2017 年新品发布会上推出的三款新品均支

持无线充电技术。华为、小米等国内厂商也在 2018 年发布搭载无线充电技术的机型。在目

前较为广泛的三种无线充电技术中，电磁感应是最主流的无线充电方案，但其设备接收端必

须与发射端紧密接触才能充电。目前的无线充电技术仍然存在较为明显弊端，要进行下一步

推广还需更多的技术突破支撑。 

图 4：OPPO SuperVOOC 2.0  图 5：小米 10GaN 充电器 65W 

 

 

 
数据来源：OPPO 官网，西南证券整理  数据来源：小米 10 发布会，西南证券整理 

GaN 快充是当前条件下解决续航问题相对理想的方案 

在有线充电方面，通过不断升级快充技术、增强功率来解决续航问题。而随着功率的增

加，充电器的重量和体积也在增加。增强充电设备的便携性成为了新的突破点。ANKER 首

款内置氮化镓元件的 USB PD GaN 充电器，体积与苹果 5W 充电器相近，功率却大了 5 倍

以上。2019 年 9 月，OPPO 发布最大充电功率 65W 的 SuperVOOC 2.0，以及最大功率为

30W 的无线 VOOC 闪充和 VOOC4.0，成为国内售价将 GaN 充电器作为原装配置的手机厂

商。OPPO SuperVOOC 2.0 充电器主控芯片内置 GaN 功率器件，是 PI 推出的首款 GaN 电

源产品。使用 OPPO SuperVOOC 2.0，30 分钟即可充满 4000mAh 电池，将快充效率推向

新的顶点。GaN 充电器具备小巧、高效、发热低等优势，在 CES2020 上，有 30 家厂商推

出了 66 款 GaN 产品。但是由于技术、良率等问题，价格相对昂贵。 
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在 2020 年 2 月 13 日小米 10 发布会上，小米发布了旗下第一款采用 GaN 材料的充电

器 GaN 充电器 Type-C 65W，引发市场关注，售价仅为 149 元。小米就此成为了第一家将

GaN USB PD 快充单独零售的手机厂商。小米 GaN 充电器 Type-C 65W 内部配备了纳微半

导体的 NV6115、NV6117 GaNFast 功率 IC，它们针对高频、软开关拓扑进行了优化，通过

FET、驱动器和逻辑的单片集成，创建了非常小、非常快、易于使用的“数字输入、电源输

出”高性能电源转化模块，也使得小米这块充电器尺寸只有 56.3×30.8×30.8 毫米(53cc)，只

有标准充电器的一半左右。随着 GaN 技术的革新升级，GaN 充电器有望凭借自身的突出优

势加速普及，成为未来解决手机续航问题的关键。 

表 1：近年来 GaN 快充产品集中上市 

时间 公司 功率 

2017 年 9 月 Navitas 65W 

2018 年 6 月 台达 60W,5~20V 输出 

2018 年 10 月 ANKER 27W，5~20V 输出 

2018 年 11 月 lnfineon 65W，5~20V 输出 

2018 年 12 月 RAVPower 45W，5~20V 输出 

2019 年 1 月 Navitas 30W、65W 

2019 年 1 月 AUKEY 27W、30W 

2019 年 1 月 ELIXAGE 30W 

数据来源：充电头网，西南证券整理 

性能及成本优势加持下，GaN 未来有望成为主流快充技术 

目前市场上已有许多厂商布局 GaN 快充，但将价格拉至 150 元以下的小米 GaN 65W

快充的功率仍然较高。此次对性价比的突破，具有信号意义。未来全球氮化镓快充市场必将

飞速发展，迅速获得广大用户群体的接受和认可。一方面，5G 的商用及普及会拉动换机需

求，且 GaN 快充技术渗透率会不断增加、GaN 充电器价格则会持续下降；另一方面，非标

配充电器购买需求也会不断增加。我们假设全球手机销售量受 5G 刺激迎来拐点，呈现稳定

增长趋势；标配快充比例按照稳种有升的速度变化；快充种 GaN 渗透率加速增加、GaN 充

电器价格稳定降低的趋势，到 2025 年全球 GaN 充电器市场规模将增长至 213.81 亿元。 

表 2：GaN 充电器市场规模预测 

  
2019A 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

标配需求 

全球手机销售量（百万部） 1489 1578 1657 1724 1775 1829 1847 

标配快充比例 20% 22% 24% 27% 29% 32% 35% 

快充中 GaN 渗透率 1% 7% 10% 15% 20% 26% 32% 

GaN 充电器价格（元） 150 150 135 122 109 98 89 

合计（亿元） 4.5 36.5 54.1 83.6 113.7 150.7 185.5 

另购需求 

非标配充电器购买需求（百万部） 100 100 100 100 100 100 100 

快充渗透率 1% 7% 10% 15% 20% 26% 32% 

GaN 充电器价格（元） 150 150 135 122 109 98 89 

合计（亿元） 1.5 10.5 13.5 18.2 21.9 25.6 28.3 

GaN 快充市场规模（亿元） 5.97  46.96  67.64  101.84  135.56  176.29  213.81  

数据来源：西南证券整理 
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3 GaN 迎来发展机遇 

3.1 GaN 材料性能突出 

作为承上启下的宽禁带半导体材料，GaN 与 Si/SiC 相比有突出成本优势 

氮化镓（GaN）是新一代半导体材料，具有超强的导热效率、耐高温和耐酸碱等特点。

作为承上启下的新型宽禁带半导体材料，其禁带宽度、电子饱和迁移速度、击穿场强和工作

温度远远优于 Si 和 GaAs，拥有类似 Sic 性能优势的禁宽带材料，但具备更大的成本控制潜

力。GaN 材料的应用使器件小型化、轻量化，降低了电力电子装置的体积、重量以及制作和

生产的成本，能够更好的控制成本，大规模的产业化，实现量产。 

相较于硅器件，GaN 晶体管更具效率 

GaN 是直接能隙半导体，带隙能量为 3.4Ev，是硅的几倍。更宽的带隙使得 GaN 更适

用于光电子器件。另外，GaN 半导体具有 1000 倍于硅的电子迁移率，且更耐高温，因此更

能在高频、高温和高功率的环境下工作。也就是说，与硅相比，GaN 具有更节能、更快、更

好的恢复特性等突出优势，能够同时实现高频率和高效率。总的来说，GaN 材料拥有很大带

隙，击穿强高达 Si 的 10 倍，可大幅降低导通电阻，并可可在高温下工作，非常适合应用在

小型快充充电电源上。GaN 充电器不仅具备了低发热小体积的突出优势，更在充电功率转换

上更具优势。 

表 3：GaN 和 SiC 的性能差异 

 
氮化镓(GaN) 碳化硅（SiC) 

带隙（单位 eV） 3.49 3.26 

电子迁移率(单位：Cm2/Vs) 2000 700 

电子峰值速度（单位：X107cm/s） 2.1 2 

临界电场（单位：MV/cm） 3 3 

热导率（单位：W/cm·K） >1.5 4.5 

相对介电常数（单位：εr） 9 10 

优点 高电子迁移率和饱和电子速率、成本更低 更高的热导率和更成熟的技术 

数据来源：Yole，西南证券整理 

3.2 5G 带来重大机遇，市场空间潜力巨大 

得益于自身的突出特性，GaN 在射频器件、功率器件等领域都表现出较强的渗透能力 

氮化镓技术最早于 1970 年被美国无线电公司用来制造 LED，而后基于 GaN 的 LED 成

为了 LED 的主流。除了 LED，GaN 也逐渐被使用到了功率半导体和射频器件上。氮化镓器

件主要包括射频器件和电力电子器件，射频器件产品包括功率放大器和开关器等，主要面向

基站卫星、军用雷达等市场；电力电子器件产品包括场效应晶体管等产品，主要应用于无线

充电、电源开关和逆变器等市场。氮化镓具有较高的功率和频率性能，同时具有优良的热导

率，可被应用于高电压高频率的场合。 
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图 6：GaN 器件的分类及应用领域  图 7：2018 年全球 GaN 电子器件市场规模及分布（万美元） 

 

 

 

数据来源：Yole，西南证券整理  数据来源：Yole，西南证券整理 

在功率器件方面，GaN 器件适用于多数功率器件市场，市场空间巨大 

GaN 功率器件包括 SBD、常关型 FET、级联 FET 等产品，主要应用于无线充电件、电

源开关、逆变器、交流器等领域。就性能来讲，GaN 材料更适用于高频率应用场景，SiC 则

在高压高功率场景表现更佳。随着技术水平的进步与成本控制，GaN 材料将在中低功率取代

硅基功率器件，在 300V~600V 电压间发挥优势作用。根据 Yole 估计，在 0~900V 的低压市

场内，GaN 都有较大的应用潜力。按照整体市场 154 亿美元来看，占据 68%的该部分低压

市场都是 GaN 的潜在市场，约有 105 亿美元。 

作为功率器件，GaN 在电源设备上先行一步，在其它电子器件市场也有望加速渗透 

体积、效率及成本上的优势是 GaN 功率器件在消费电子产品市场上不断突破的重要因

素。国际大型企业在移动设备探索上先于国内手机厂商，2018 年， GaN IC 厂商 Navitas

和 Exagan 推出了带有集成 GaN 解决方案的 45W 快速充电电源适配器，内置 GaN 充电器

比苹果充电器体积减少 40%。就充电头网的拆解数据来看，目前市面上几款 GaN 充电器多

数采用 PI 和纳微的方案。PI 方案是将 GaN 功率器件、驱动、PWM 控制器都集成在一颗芯

片内，设计更加简洁、集成度较高。纳微的器件则是独立的，采用高度集成的驱动电路和单

晶片设计，最终实现产品的小型化和高效率。伴随 GaN 充电器不断普及，技术进步、产品

快速放量带来芯片的设计、制造成本快速下降，刺激市场的进一步应用。 

表 4：部分 GaN 充电器的主要参数 

 
输出功率 GaN 驱动器 主控芯片 协议芯片 

ANKER PowerPort Atom PD 1 30W PI SC1933C 内置 PI SC1933C Weltred 伟诠 WT6615F 

ANKER PowerPort Atom PD 2 60W PI SC1933C 内置 PI SC1933C 赛普拉斯 CYPD4225 

Anker PowerCore Fusion PD 30W 芯科 SI8610BB TI UCC28780 赛普拉斯 CYPD3175 

AUKEY 27W USB PD Wall Charger 27W 纳微 NV6252 内置 TI UCC28780 伟诠 WT6615F 

RAVPower 45W Ultrathin PD Charger 45W 芯科 SI8610BB TI UCC28780 伟诠 WT6615F 

数据来源：充电头网，西南证券整理 

在射频器件方面，5G 为射频主战场带来重大机遇 
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射频领域是 GaN 技术渗透率最高，发展前景最大的行业。疫情结束后，国内 5G 基站建

设需求将迅速反扑。基站收发信机上需要使用大数量的阵列天线来实现无线数据流量和链接

的可靠性，而这种架构必须搭配相应的射频收发单元阵列，因此 5G 基站数量增加将对射频

器件需求会大量增加。GaN 是 5G 应用中的关键性技术。GaN 尺寸小、效率高和功率密度

大的物理特性使基站能够更好的实现信号收发，可以有效的减少收发通道数及整体方案的尺

寸。截至 2017 年 12 月底，我国 4G 宏基站数量为 328 万座。5G 宏基站数量有望达到 500

万座，约为 4G 基站数量的 1.5 倍。宏基站建设将会拉动基站端 GaN 射频器件的需求量，考

虑到 5G 基站的建设周期，到 2023 年基站端 GaN 射频器件规模达到顶峰。据 Yole 预测，

2017 年通信领域 RF 用 GaN 市场规模为 1.5 亿美元，到 2023 年，GaN 市场率将超过 20%，

叠加 5G 基站的快速起量，市场规模会增长到 5.6 亿美元。在其它射频领域内所采用 Si 

LDMOS 技术也将逐渐被下一代成本更低的 Si 基 GaN 技术取代。据赛瑞研究预计，2018 年 

GaN 射频器件市场规模不足 2 亿美元，并保持 23%的年复合增速，预计 2023 年市场规模

可达 13 亿美元。 

图 8：中国 5G 基站新增及基站端 GaN 射频规模预测  图 9：全球 GaN 衬底需求量及市场规模预测 

 

 

 
数据来源：赛迪智库，西南证券整理  数据来源：Yole，西南证券整理 

国内 GaN 应用市场尚未完全打开，消费电子行业是主要应用领域 

全球范围内，氮化镓专利申请量排名前四的国家及地区是日本、中国大陆、美国、韩国、

中国台湾，其中我国专利量占全球的 23%。虽然在专利方面国内有一定优势，但从目前的技

术发展状况来说，仍以欧美日企业为主。这和 GaN 布局早晚有一定的联系，美国和欧洲分

别于 2002 年和 2007 年启动了氮化镓功率半导体推动计划，我国的 GaN 研究始于 2013 年。

尽管当前发展程度不高，但是我国是全球最大的半导体照明产业生产地、全球规模最大的 5G

移动通信、全球增速最快的新能源汽车、智能手机和军工领域对功率半导体需求增速，这些

应用的发展都离不开第三代半导体材料和器件的支撑。因此我国 GaN 市场潜力巨大。2018

年国内市场总规模在 1.2 亿人民币左右。其中激光雷达市场规模约为 0.27 亿元人民币，无线

电源、光伏逆变器等领域也在加速渗透，当前下游应用领域的市场格局与国际市场情况类似。 

下游需求的持续景气，将刺激氮化镓器件应用快速增长 

据 Yole 统计数据，2017 年全球氮化镓衬底市场需求约为 7.4 万片，未来 5 年里维持高

速增长，复合增长率高达 34%，到 2022 年将增长数倍至 32 万片。假设每片衬底的价格为

20000 元，则 2022 年氮化镓市场规模将达 64 亿元。当前行业集中度较高，CR3 高达 85%。

住友电工、三菱化学及 Sciocs 三家日本企业是绝对的行业龙头，其他厂商仍处于小规模量

产或研发阶段。 
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4 三安光电等国内企业正在加速布局 GaN 生产线 

市场格局 

美日欧厂商处于领先地位，但中国企业已经有所涉及 

作为第三代半导体材料氮化镓，加工工艺主要包括外延生长、器件隔离、欧姆接触、氮

化物钝化、栅极制作、场板制作、衬底减薄、衬底通孔等环节。就产业链而言，包括上游的

衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节。目前大陆已经具备包括 GaN 材料衬底、外

延、工艺加工、电路设计、封装、测试、模块等的完整产业链布局，部分产品也已经达到国

际领先水平。尽管我国氮化镓材料起步较晚，但国家相关扶持政策在不断为第三代半导体器

件的研制和应用加码。国内已有数条 GaN 生产线投入使用，并投建了多个与第三代半导体

相关的研发平台。 

图 10：氮化镓电子器件产业链 

 

数据来源：公司官网，西南证券整理 

纳微半导体正积极布局中国市场 

尽管由于技术和价格等方面的挑战 GaN 材料短期内很难克服。而此次小米 GaN 快充

65W 的大受欢迎具备行业风向标的意义。未来氮化镓充电器很有可能成为未来手机行业标配，

相关产业链也将获得盈利机会。在国际范围看，EPC、GaN 系统、英飞凌、松下和 Transphorm

已经实现 GaN 功率器件的商业化量产，Dialog、恩智浦、安森美半导体、德州仪器等实力选

手也纷纷加入战局。此次与小米合作的企业纳维半导体是一家成立于 2014 年的相对年轻的

公司。面对这样一个具有较高技术壁垒的行业，纳微半导体凭借过硬的技术水平利用面向消

费级市场的高集成度的 GaN 功率芯片产品在市场上快速的建立起了知名度。纳微半导体企

业早在 2017 年就发布了当时号称世界上最小的 65W USB-PD 手提电脑电源适配器，迅速

提升了市场占有率，之后围绕新能源汽车应用开发相应的 GaN 功率芯片。纳微半导体对中

国的市场前景很有信心，与许多知名品牌厂商都展开了合作。 
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GaN 充电器势头正猛，国内投资热度高涨 

GaN 关键技术主要掌握在美、欧、日主要企业手中，国内企业也在加快步伐，不断掌握

核心技术。仅仅在 2017 年一年时间里，国内投产氮化镓材料相关项目金额已超 19 亿元。斯

达半导、三安光电、闻泰科技、士兰微、华润微(即将上市)、海特高新、华微电子、扬杰科

技等多家 A 股公司均已积极布局第三代半导体。 

表 5：部分国内企业产能状况 

 
主营业务 GaN 产能 

三安光电 

掌握了领先的外延片生长及芯片等核心技术,是国内规

模最大的全色系超高亮度 LED 芯片生产企业之一,拥

有在国内光电领域的龙头地位。 

下属子公司三安集成项目总规划用地 281 亩，总投资额 30 亿元，规划

产能为 30 万片/年 GaAs 高速半导体外延片、30 万片/年 GaAs 高速半

导体芯片、6 万片/年 GaN 高功率半导体外延片、6 万片/年 GaN 高功

率半导体芯片。 

士兰微 

专业从事集成电路以及半导体微电子相关产品的设

计、生产与销售的高新技术企业.司主要产品是集成电

路以及相关的应用系统和方案。 

2017 年，士兰微打通一条 6 英寸的硅基氮化镓功率器件中试线。2018

年 10 月，士兰微厦门 12 英寸芯片生产线暨先进化合物半导体生产线

开工，其中 4/6 英寸兼容先进化合物半导体器件生产线总投资 50 亿元，

定位为第三代功率半导体、光通讯器件、高端 LED 芯片等。 

海特高新 

是一家主要从事航空机载设备的检测、维护、修理及

支线飞机、直升机及公务机中小型发动机的维修,航空

技术及软件开发,航空机载设备及航空测试设备的研制

和销售业务的公司。 

海威华芯6英寸第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线已于 2016年

8 月投入试生产。官网显示，海威华芯已开发了 5G 中频段小于 6GHz

的基站用氮化镓代工工艺、手机用砷化镓代工工艺，发布了毫米波频段

用 0.15um 砷化镓工艺。砷化镓 VCSEL 激光器工艺、电力电子用硅基

氮化镓制造工艺在 2019 年也取得了较大的进展。 

华微电子 

是中国本土具有重要影响力的综合性微电子企业，其

聚焦于模拟与功率半导体等领域，业务包括集成电路

设计、掩模制造、晶圆制造、封装测试及分立器件。 

目前拥有 6-8 英寸晶圆生产线 5 条、封装生产线 2 条、掩模生产线 1

条、设计公司 3 家，为国内拥有完整半导体产业链的企业。 

数据来源：公司官网，西南证券整理 

三安光电是化合物半导体国产替代龙头标的，在射频芯片、光通讯和电力电子各个方向

进展良好。三安集成电路有限公司三安光电下属子公司，基于氮化镓和砷化镓技术经营业务，

是一家专门从事化合物半导体制造的代工厂。三安集成在微波射频领域已建成专业化、规模

化的 4 英寸、6 英寸化合物晶圆制造产线，在电子电路领域已推出高可靠性、高功率密度的

SiC 功率二极管及硅基氮化镓功率器件。 

5 风险提示 

疫情影响下，消费者对于终端产品的购买欲望降低、5G 基站建设速度减慢造成下游需求

增长不及预期；宏观经济下行压力下，相关企业经营利润不及预期。 
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